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ケルビンダブルブリッジ動作原理
　数Ωから数mΩの低抵抗を測定する場合、導線抵抗、接触抵抗、熱起電力、抵抗温度変化などが問題となる。これらの影響をできるだけ排除した測定法にケルビンダブルブリッジがある。
　ｒを接続部の銅線抵抗や接触抵抗の和と考える。Ｐ，Ｑ，ｐ，ｑを調節して、検流計に電流が流れなくなったとする。このときブリッジの平衡条件より次式を得る。
Ｒｘ　＝　 eq \f(Ｑ,Ｐ) Ｒｓ　＋　 eq \f(ｒ,ｒ＋ｐ＋ｑ) （ eq \f(Ｑ,Ｐ) ｐ－ｑ）
ここでＱ/Ｐ＝ｑ/ｐが成立するようにＰ，Ｑ，ｐ，ｑは連動して可変できる抵抗器を構成するものとする。このとき上式の第２項は消去され、第１項のみとなり、Ｒｘはｒに依存しなくなり、高精度の低抵抗測定が可能となる。ケルビンダブルブリッジは10-4Ω程度までの測定が可能で、接触抵抗や導線などの低抵抗の測定に適している。
ケルビンダブルブリッジ関係式導出
検流計に電流が流れていないときc点とd点の電位は等しい。

そのためa-c間とa-d間の電圧は等しいので

Ｉ１Ｐ　＝　Ｉ２Ｒｓ　＋　Ｉ３ｐ　　　　　　　　（１）
同様にc-h間とd-h間の電圧も等しいので

Ｉ１Ｑ　＝　Ｉ２Ｒｘ　＋　Ｉ３ｑ　　　　　　　　（２）
またｐ，ｑにかかる電圧とｒにかかる電圧は等しい
（ｐ＋ｑ）Ｉ３　＝　ｒ（Ｉ２－Ｉ３）

これより
Ｉ３　＝　 eq \f(ｒ,ｐ　＋　ｑ　＋　ｒ) Ｉ２

これを（１）（２）に代入して整理すると

Ｉ１Ｐ　＝　（Ｒｓ＋ eq \f(ｐｒ,ｐ　＋　ｑ　＋　ｒ) ）Ｉ２　　（３）
　Ｉ１Ｑ　＝　（Ｒｘ＋eq \f(ｑｒ,ｐ　＋　ｑ　＋　ｒ) ）Ｉ２　　（４）
（３）を（４）で辺々を割って

 eq \f(Ｉ１Ｐ,Ｉ１Ｑ) 　＝　eq \f(ｐｒ,ｐ　＋　ｑ　＋　ｒ) eq \f(（Ｒｓ＋）Ｉ２, （Ｒｘ＋eq \f(ｑｒ,ｐ　＋　ｑ　＋　ｒ) ）Ｉ２)

ここでＲｘについて解くと

Ｒｘ　＝　 eq \f(Ｑ,Ｐ) Ｒｓ　＋　 eq \f(ｒ,ｒ＋ｐ＋ｑ) （ eq \f(Ｑ,Ｐ) ｐ－ｑ）
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ケルビンダブルブリッジ回路図








